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Examen de circuits électriques et électronique : 2h

Pr. El Hassouani Youssef

Exercice 1:

Calculer la résistance équivalente vu entre R HJR
. . . B
A et B du circuit ci-contre : 2 -
R IR
Exercice 2 :

Le circuit ci-contre est alimenté par une tension sinusoidale u(t) = U sinwt et

une intensité de la forme i(t) = | sin(ot + @). ity €

1 — Calculer I'impédance complexe équivalente du —— |

circuit sous forme Zo, = X(o) +j Y(o). u(t)CD H .
2 — Calculer le déphasage entre u(t) et i(t).

3 — Déterminer la valeur de m, pour laquelle Z,

L
soit équivalente a une résistance pure sachant que RC )E . Dans ce cas quelle

est la nature de déphasage ?

4 — Pour une valeur quelconque de ®, déterminer le courant ig dans la
résistance en appliquant le Théoreme de Thévenin.

5 — Pour quelle valeur de , ig est indépendant de R et de C.

. . L . Ju

6 — Déduire que I'expression de I s’écrit sous forme : Iz = L_a)
Exercice 3 :

1 — Donner la matrice représentative de transfert du quadripodle ci-contre.

2 —Pour R; =R, =R, déterminer la fonction de transfert FTTT STt }
H(jw) du circuit lorsqu’il est utilisé en circuit ouvert i, ! AN g
. : 1+ jx — <
(is=0), sous forme : H(jx)= : ,avec X la " — |

1+ jax v 1 R 1

o , o 1 R[ |t |V

pulsation réduite et a un réel. ! !
En donnant la valeur de a et I'expression de X en :_ :

fonction de R, L et w.

3 — Etablir I'expression de gain G(X) et Gg4g(X) exprimé en dB.

4 — Démontrer que |'expression de la phase ¢( X) s’écrit sous la forme :
¢(w) = arctan(x) — arctan(ax)
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Exercice 4 :

On considere le circuit ci-contre :
1 — Combien ce circuit comporte-t-il de :

diplles, branches, mailles et nceuds ?
2 — Calculer le courant |; en utilisant le
théoréme de Thévenin et de Millman.

Exercice 5 :
Soit le circuit ci-contre :

1 — Montrer que I'équation de la droite de charge s’écrit sous la forme :

E-E, V, Vai
I =~ g g avec ly=lg + Iy, et I, (I\I_
—>—{ R | 11
Vd = le + de. D1
2 - Donner les valeurs des deux points particuliers de
. ]
cette droite. AL L
3 - En utilisant le modele idéal de la diode, EIT__ R EZT_
calculer I'expression du courant I, délivré par le
générateur E; pour les cas suivants : R
a — Diode D1 : Bloquée, Diode D2 : Bloquée. D2 I
b — Diode D1 : Passante, Diode D2 : Bloquée. L1 e Y
. , . I~ L R €
c — Diode D1 : Bloquée, Diode D2 : Passante.
d — Diode D1 : Passante, Diode D2 : Passante. Vi

Exercice 6 :

On considere le montage d’un transistor NPN ci-dessous pour lequel :
E=10V, B =200, Vg =0,6 V, Rz = 100 kQ et Rc =100 Q.

En Posant comme hypothese : Le Transistor fonctionne en mode Normal.

1 - Calculer lg, lc et V¢g?

On change le transistor NPN par un transistor PNP qui a les mémes

caractéristeques.

2 — Faire le schéma du montage avec les jonctions BE et BC.

3 —Quelle est la tension Vgg?

4 — En déduire lg, Ic et Vce.
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